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In diesem Beitrag wird der Einsatz eines innovativen Materialsystems fiir die Or-
ganische Elektronik beschrieben. Organische Diinnfilmtransistoren sind fiir viel-
faltige Anwendungen interessant, bei denen elektronische Funktionalitit zu niedri-
gen Preisen geliefert werden soll, z.B. fiir Displays oder Sensoren. Eines der groB3-
ten Probleme der herkdmmlichen Polymerelektronik sind jedoch hohe Arbeits-
spannungen von meist {iber 15-20V. Die hohen Spannungen ergeben sich durch re-
lativ dicke Gate-Dielektrikum-Schichten. Minimale Dicken von einigen 100nm fiir
die herkbmmlich verwendeten Materialien wie SiO2, SiNx oder Al203, die fir
den Einsatz in der organischen Elektronik typischerweise bei Niedertemperatur
oder aus Losung abgeschieden werden, sind notwendig, um einen niedrigen Leck-
strom durch das Dielektrikum zu garantieren. Um sowohl Arbeitsspannung als
auch Leistungsaufnahme fiir die organische Elektronik zu reduzieren, ist es daher
wiinschenswert neue Niedertemperatur-Dielektrika zu entwickeln bzw. einzuset-
zen, die eine hohe Kapazitit bei gleichzeitig niedrigem Leckstrom liefern. Um das
genannte Problem zu adressieren, haben wir ultradiinne selbstorganisierende Mo-
nolagen (Self-Assembled Monolayers, SAMs) zusammen mit dem organischen
Halbleiter Pentacen integriert Dabei konnten wir organische Transistoren mit
Einsatzspannungen von 1,5-3V und sehr gutem Unterschwellstromverhalten sowie
organische Inverter und Ringoszillatoren mit Arbeitsspannungen von bis zu 1,5V
realisieren. Zur Charakterisierung des Durchbruchverhaltens haben wir Kondensa-
toren mit Aluminium als untere und Gold als obere Elektrode hergestellt und die
obere Elektrode entweder durch Aufdampfen iiber eine Schattenmaske oder durch
photolithographische Prozesse und anschlieBende Nassdtzung strukturiert. Die so
hergestellten, nur 2,5nm dicken SAM-Dielektrika zeichnen sich durch hervorra-
gende elektrische Eigenschaften aus: Die Leckstromdichte betrdgt bei einem Feld
von 10MV/em 1pA/cm2, der Durchbruch erfolgt bei einer Feldstirke von
17MV/cm. Insgesamt zeigt das eingesetzte SAM vergleichbare elektrische Eigen-
schaften wie thermische SiO2-Schichten dhnlicher Dicke.
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